
4. Двумерные системы
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В квазидвумерных слоях HgTe подзоны проводимости и валентная перекрываются, что ведет к формированию электронно-дырочной системы со своими специфическими состояниями в режиме квантового эффекта Холла (КЭХ). Мы предлагаем способ усилить перекрытие, комбинируя собственное перекрытие с межслойным в двойной квантовой яме (ДКЯ), состоящей из двух слоев HgTe с инвертированной дисперсией, разделенных тонким барьером. Мы исследовали ДКЯ со слоями HgTe шириной 20 нм, разделенных барьером CdxHg1-xTe, x ( 0.7, шириной 6-10 нм. Сдвиг по энергии между двумя картинами дисперсии может быть изначально встроен в систему из-за градиента примеси и поверхностных зарядов, но может и осуществляться путем приложения напряжения Vg между слоями HgTe и нанесенным на поверхность затвором. Сдвиг энергии происходит преимущественно в ближайшем к затвору слое из-за межслойного экранирования. 
Обнаружено, что с ростом Vg плато с номером i = +1 КЭХ сначала смещается в меньшие поля, отображая уменьшение концентрации дырок, однако только до поля Bc ( 15 T, после чего вся картина холловского МС опускается в сторону отрицательных величин. Мы связываем эффект с моментом закрытия щели между крайними магнитными уровнями электронов и дырок, после чего электронные уровни включаются в магнитотранспорт совместно с дырочными. В рассчитанной картине уровней одиночной ямы такое поле равно ~5 T, поэтому достичь экспериментальной величины Bc в ДКЯ можно только путем наложения смещенных по энергии картин уровней двух слоев. В результате была определена величина смещения примерно 13 мэВ, что в сумме с собственным перекрытием в отдельном слое составит общую величину перекрытия ~20 мэВ.
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